Grafenowy czujnik pola magnetycznego do zastosowa A przemystowych
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Grafen epitaksjalny wytwarzany metodg chemicznego osadzania z fazy gazowej [1] (ang. Chemical
Vapor Deposition) na pél-izolacyjnym wegliku krzemu 4H-SiC(0001) i 6H-SiC(0001) stanowi
doskonatg platforme materiatowg dla technologii przyrzadowej. Oferowany jest w dwoch odmianach,
jako quasi-swobodna warstwa pojedyncza [2] i quasi-swobodna warstwa podwojna [3] i charakteryzuje
sie ruchliwoscia dziur na poziomie 7000 [cm*/Vs].

W niniejszym wystgpieniu prezentujemy wiasciwosci elektryczne grafenu epitaksjalnego na SiC,
w szczegolnosci pochodzace z setek eksperymentéw dane statystyczne opisujgce koncentracje
samoistng dziur i jej zwigzek z polaryzacje spontaniczng charakteryzujgcg wybrane heksagonalne
politypy SiC oraz wynikajgcg z charakterystycznej morfologii powierzchni SiC anizotropie rezystancji
powierzchniowej grafenu i anizotropie napiecia niezréwnowazenia [4].

Majgc na uwadze potencjat aplikacyjny grafenu epitaksjalnego na SiC przedstawiamy probe jego
zastosowania w technologii czujnika pola magnetycznego wykorzystujgcego klasyczny efekt Halla [5],
wraz z analizg charakterystyki szuméw nadmiarowych 1/f, progu czutosci i wptywu silikonowej warstwy
pasywujgcej, gwarantujgcej stabilnosé¢ parametrow elektrycznych. Nastepnie prezentujemy historie
rozwoju technologii hermetyzacji czujnika w oparciu o tlenek aluminium otrzymywany metodg
osadzania warstw atomowych (ang. Atomic Layer Deposition) oraz wiasciwosci elektryczne
wysokotemperaturowego hallotronu o stabilnej czuto$ci pradowej w zakresie od -193°C do +300°C.

Potencjat wdrozeniowy grafenowego czujnika pola magnetycznego widzimy w konstrukcji
bezszczotkowych silnikéw elektrycznych z magnesami statymi zasilanych napieciem statym (BLDC)
i napieciem przemiennym (PMSM) stosowanych w pojazdach o napedzie elektrycznym i obrabiarkach
sterowanych numerycznie, a takze w ukladach pomiarowych nowego asortymentu przetwornikéw
pradu oraz jednofazowych i trojfazowych przetwornikbw mocy czynnej.
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